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利用・用途・応用分野

半導体レーザ、発光ダイオード

目的・課題 解決ポイント

主面が非極性面であるIII族窒化物半導
体を用いた半導体発光素子では、多重
量子井戸層に含まれるＩｎＧａＮで形成
された井戸層に欠陥が入りやすいという
構造的な欠点があり、物性の利点を
十分に生かしきれていなかった。

ＰＬ発光強度を測定し、リファレンスを基準と
したＰＬ発光強度の倍率を求めた。
ｎ型ＩｎＧａＮ層におけるＩｎの含有割合ｘが
０＜ｘ＜０．１の範囲においてＰＬ発光強度
の倍率は、１よりも大きく、高い発光効率を
得ることができる。
特に０．０１＜ｘ＜０．０５の範囲において、
また紫色の発光をするものにおいて顕著に
高い発光効率が得られた。
逆格子空間マッピング測定を行い少なくとも
ｎ型ＩｎＧａＮ層におけるＩｎの含有割合ｘが
０＜ｘ＜０．１５の範囲にあるものについて
ｎ型ＩｎＧａＮ層は、ｎ型ＧａＮ層との間の格子
不整合による歪みが完全に又は部分的に
緩和していることが確認された。「完全緩
和」とは、ＩｎＧａＮ層が下地のＧａＮ層に対し
て１００％緩和していることを意味し、「部分
緩和」とは、緩和率＞０であると定義する。
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【 半導体発光素子の断面図 】
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◆主面が｛１１－２２｝面のＧａＮ層と、
ＧａＮ層の直上にＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０．０１
＜ｘ＜０．０５）がエピタキシャル成長し
て形成され、ｎ型ドーパントを含有した
厚さ０．２μｍ以上のＩｎＧａＮ層と、
上記ＩｎＧａＮ層の直上にエピタキシャ
ル成長して形成され、ＩｎＧａＮで形成
された井戸層を含む紫色に発光する
ように構成された多重量子井戸層を
備える。
◆ＩｎＧａＮ層は、ＧａＮ層との間の
格子不整合による歪みが完全に又は
部分的に緩和しており、 多重量子井
戸層の発光波長に対する発光強度
分布の半値全幅が４０ｎｍ以下の
半導体発光素子。

◆基板がサファイア基板である半導体
発光素子。
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